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İşdə TiO2 və Cd1-xZnxO yarımşəffaf keçirici laya malik  

 p-Si/n-Cd1-хZnхS1-уTeу nazik təbəqəli heterokeçidlərin fotoelektrik xassələrinin  n-Cd1-

хZnхS1-уTeу nazik təbəqələrinin tərkibindən (x və y-in qiymətlərindən) və  arqon 
mühitində termik işlənmə rejimindən asılılığı da tədqiq edilmişdir. Aparılan təcrübi 
tədqiqatlarda Ш və П formaya malik In cərəyan kontaktlı heterokeçidlərdən istifadə 
olunmuşdur. Cərəyan kontaktları ВУП-5 tipli qurğuda yüksək vakuumda termik 
buxarlanma yolu ilə hazırlanmışdır. 

Cərəyan kontaktlarının ümumi sahəsi 0.43 sm2, işıqlanan hissələrin sahəsi isə 
0.39 sm2 olmuşdur. Fotoelektrik ölçmələri zamanı işıq mənbəyi kimi, 0.93 sm2 işıq 
ləkəsində parlaqlığı 120 Mkd/m2 (və ya 96 mVt/sm2) olan ksenon lampasından və ya 
hallogen lampasından istifadə edilmişdir. Ksenon lampası spektrin ultrabənövşəyi və 
görünən oblastlarında bütöv spektrə, spektrin yaxın infraqırmızı oblastında isə 800-850 
nm dalğa uzunluğu oblastında güclü şüalanmaya malikdir. Tədqiqatlar zamanı istifadə 
edilmiş MDR-12U tipli monoxromatordan nümunə üzərinə düşən kənar işıqlanmaların 
qarşısını almaq üçün isə xüsusi işıq filtrlərindən istifadə olunmaqla yanaşı, həm də 
monoxromatorun çıxış diafraqmasının yarığı çox dar endə götürülmüşdür.  

Müəyyənləşdirilmişdir ki, bilavasitə çökdürülmədən sonra tədqiq etdiyimiz 
müxtəlif tərkibli n- Cd1-хZnхS1-уTeу nazik təbəqələri əsasında hazırlanmış heteroke-
çidlərin hər biri fotoaktiv (inteqral və ya monoxromatik) işıqla işıqlandırıldıqda 
fotovoltaik effekt nümayiş etdirir. Bu zaman onların bir heterofotoçevirici kimi, f.i.ə.-
ının qiyməti Cd1-хZnхS1-уTeу nazik təbəqələrinin tərkibindən, eləcə də arqon mühitində 
termik işlənmənin temperaturundan və müddətindən kəskin asılıdır. Termik işlənməmiş 
heterokeçidlərin fotoeffektivliyi çox kiçikdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan 
müxtəlif tərkibli heterokeçidlərin hamısı üçün spektrin uzun dalğalar sərhədi Si-un 
qadağan olunmuş zolağının (Eg= 1.12 eV), qısa dalğa uzunluğu oblastındakı 
maksimumu isə- n-Cd1-хZnхS1-уTeу nazik təbəqələrinin qadağan olunmuş zolağının eni 
(Eg= 1.44 – 3.6 eV) ilə təyin olunur.  

Bu heterokeçidlərin spektrin qısa dalğalar oblastında zəif fotohəssaslıq nümayiş 
etdirməsi, bilavasitə çökdürmədən sonra nazik təbəqələrin səthinə absorbsiya olunmuş 
oksigen molekullarının özlərini akseptor mərkəzləri kimi apararaq, nazik təbəqələrin 
həcmindən elektronları rekombinasiya etmələri nəticəsində təbəqələrin xüsusi 
müqavimətlini yüksəltməsi ilə izah edilə bilər. 

Cd1-хZnхS1-уTeу nazik təbəqələrinin tərkibində tellurun miqdarının artması ilə 
onların fotohəssaslığı yüksəlir və spektrin qısa dalğalar tərəfdən sərhədi daha da 
kəskinləşir. Bu fakt tellurlu birləşmələrin oksigenə qarşı daha dayanıqlı olduğunu 
təsdiqləyir və onların praktiki tətbiq imkanlarını artırır. Tədqiq olunan strukturların 
fotohəssaslığının spektrin qısa dalğalar oblastında işığın dalğa uzunluğundan asılı 
olaraq sürətlə artıması Cd1-хZnхS1-уTeу nazik təbəqələrində fotokeçiriciliyin zonalararası 
düz keçidlərlə bağlı olması ilə izah oluna bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
fotohəssaslıq spektrinin konturunun eni nazik təbəqələrin qalınlığından asılı olaraq 
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dəyişir - ən geniş spektr 0.2 mkm qalınlıqlı nazik təbəqələr əsasındakı heterokeçidlərdə 
müşahidə edilir. Fotohəssaslığın spektrin orta hissəsində ossilyasiya xarakterli olması 
tədqiq edilən heterokeçidlərin aşağı temperaturlarda alınması ilə əlaqədar olaraq keçid 
oblastının tam formalaşmadığını, yəni mikro- və ya nano-heterokeçid matrislərinin 
müxtəlif cür fotohəssaslıq nümayiş etdirmələri ilə izah edilə bilər.  Keçid oblastının tam 
formalaşmaması heterofotoelementlərin zəif fotoelektrik parametrlər nümayiş etdirməsi 
ilə nəticələnir.  

Bilavasitə çökdürülmədən sonra  p-Si/n-Cd1-хZnхS1-уTeу heterokeçidlərində qısa 
qapanma cərəyanı sıxlığının (Jqq), boşuna işləmə gərginliyinin (Uad) və gücün (P) nazik 
təbəqələrin tərkibindən asılılıq qrafikləri əsasında müəyyən edilmişdir ki, hətta qəfəs 
parametrlərinin yaxşı uzlaşmasına baxmayaraq, p-Si/n-Cd0.25Zn0.75S0.8Te0.2 
heterokeçidləri çox kiçik qiymətə malik fotoelektrik parametrləri nümayiş etdirir: Jqq = 
3,4 mA/sm2, Uad = 131 mV, FF = 0,43, P = 445 mkVt/sm2,   0,2 %. 

Arqon mühitində termik işlənmədən sonra tədqiq olunan heterokeçidlərin 
fotohəssaslığının spektri qısa dalğa uzunluğu oblastında əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. 
Belə ki, onun qısa dalğalar tərəfdən sərhəd kəskinləşir,  fotocərəyanın ossilyasiyaları 
zəifləyir və spektrin geniş oblastında (0,4 – 0,9 mkm)  yüksək fotohəssaslıq müşahidə 
olunur . Maksimal fotohəssaslıq arqon mühitində 3900C-də 14 dəqiqə ərzində termik 
işlənmədən sonra təmin olunmuşdur. Daha yüksək temperaturlarda və daha 
uzunmüddətli termik işlənmədən sonra tədqiq olunan heterokeçidlərin fotohəssaslığı 
kəskin olaraq azalır ki, bu da nazik təbəqə komponentin səthində baş verən elektron-
molekulyar proseslərlə izah edilir. Apardığımız ölçmələr göstərir ki, optimal rejimdə 
termik işlənmədən sonra  p-Si/n-Cd0.25Zn0.75S0.8Te0.2 heterokeçidlərinin fotoelektrik 
parametrləri aşağıdakı qiymətlərə çatır: Uad = 584 mV, Jqq = 14.54 mA/sm2, FF = 0.6 və 

 = 6.7 %. 
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